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Bezeichnung

VERFAHREN ZUM HEFTEN VON CHIPS MIT KONTAKTELEMENT AUF EIN MIT EINER

FUNKTIONSSCHICHT MIT OFFNUNGEN FUR DIE CHIPKONTAKTELEMENTEN VERSEHENES SUBSTRAT

Fig. 2a

(57) Abstract: The present invention relates to
a method for fastening chips (4) onto a
substrate (1) at chip positions (lc) that are
distributed over a surface (lo) of the substrate
(1), wherein a functional layer (7) (e.g. a
polymer with what is known as the B-stage
property) is produced or placed on the
substrate (1), said functional layer being
exposed at least in regions of contacts (2), and
wherein chips (4) are fastened onto a chip
contact side (70) of the functional layer (7) at
the chip positions (1¢) and contact is made
with contacts (2) using contact elements (3).
The exposure of functional layer regions may
additionally comprise exposure of an open
area (1f) of the surface (lo) that is arranged
outside the chip positions (1¢) and production
of channels (5) that begin from the contacts (2)
and end at the open area (1f). The claimed
solution improves the electrical contact-
connection of the chips and simultaneously
increases the orientation accuracy since the
functional layer does not need to be penetrated
by the contact elements, and the selection of
available materials for the functional layer is
also extended, since there is neither a capillary

action necessary in order to introduce the functional layer between the chips and the substrate surface nor penetration of the
functional layer with the contact elements necessary by expending a displacement force.

(57) Zusammenfassung:
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Hetten von Chips (4) auf ein Substrat (1) an auf einer Obertldche (10) des
Substrats (1) verteilten Chippositionen (1c), wobei eine Funktionsschicht (7) (z.B. ein Polymer mit der sogenannten B-Stage
Eigenschaft) auf dem Substrat (1) ausgebildet oder aufgebracht wird, die zumindest in Bereichen von Kontakten (2) freigelegt ist,
und wobei Chips (4) auf eine Chipkontaktseite (70) der Funktionsschicht (7) an den Chippositionen (1c) geheftet und Kontakte
(2) iiber Kontaktelemente (3) kontaktiert werden. Die Freilegung von Funktionsschichtbereichen kann zusétzlich eine Freilegung
einer ausserhalb der Chippositionen (1c) angeordneten Freifldche (1f) der Obertldche (10) und eine Ausbildung von Kanilen (5)
umfassen, die von den Kontakten (2) beginnen und an der Freifliche (1f) enden. Durch die beanspruchte Lésung wird die
elektrische Kontaktierung der Chips verbessert und gleichzeitig die Ausrichtungsgenauigkeit erhéht, da die Funktionsschicht nicht
von den Kontaktelementen durchdrungen werden muss, und auch wird die Auswahl an zur Verfiigung stehenden Materialien fiir
die Funktionsschicht erweitert, da weder eine Kapillarwirkung erforderlich ist, um die Funktionsschicht zwischen die Chips und
die Substratoberflache einzubringen noch ein Durchdringen der Funktionsschicht mit den Kontaktelementen unter Aufwendung
einer Verdrangungskraft erforderlich ist.



